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1
介绍半导体材

料、器件基本制

造步骤

课程目标1、

2、4

课堂讲授+实作

学习+问题导向

学习

2
介绍半导体工艺

技术基本步骤

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

3
熔体单晶硅生

长技术

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

4
区熔法单晶硅生

长；砷化镓晶体

生长

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

5
热氧化过程，杂

质分布分析

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

6
二氧化硅掩模特

性、氧化质量、

氧化层厚度分

析、氧化模拟

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

7
光学光刻

课程目标2、

3、4
课堂讲授+实作

学习

8
新一代光刻技术 课程目标2、4

课堂讲授+实作

学习

9
光刻模拟

课程目标2、

3、4
课堂讲授+实作

学习

10
湿法刻蚀 课程目标2、4

课堂讲授+实作

学习
11

干法刻蚀及仿真 课程目标3
课堂讲授+实作

12
基本扩散工艺 课程目标1、2

课堂讲授+实作

学习

13
离子注入分布 课程目标1、2

课堂讲授+实作

学习
14 注入损伤和退

火，注入相关工

艺过程

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

15
化学气相淀积 课程目标1、2

课堂讲授+实作

学习



16
分子束外延及胞

膜结构和缺陷分

析

课程目标1、

2、4
课堂讲授+实作

学习

17 电解质沉积，多

晶硅沉积，薄膜

金属化

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习

18
集成电路测试，

封装及工艺控

制；新工艺技术

未来展望

课程目标1、2
课堂讲授+实作

学习
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备注：

1.本课程教学大纲F—J 项同一课程不同授课教师应协同讨论研究达成共同核心内涵。经教

学工作指导小组审议通过的课程教学大纲不宜自行更改。

2.评价方式可参考下列方式：

(1)纸笔考试：平时小测、期中纸笔考试、期末纸笔考试

(2)实作评价：课程作业、实作成品、日常表现、表演、观察

(3)档案评价：书面报告、专题档案

(4)口语评价：口头报告、口试
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备注：

1.本课程教学大纲F—J 项同一课程不同授课教师应协同讨论研究达成共同核心内涵。经教

学工作指导小组审议通过的课程教学大纲不宜自行更改。

2.评价方式可参考下列方式：

(1)纸笔考试：平时小测、期中纸笔考试、期末纸笔考试

(2)实作评价：课程作业、实作成品、日常表现、表演、观察

(3)档案评价：书面报告、专题档案

(4)口语评价：口头报告、口试
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备注：

1.本课程教学大纲F—J 项同一课程不同授课教师应协同讨论研究达成共同核心内涵。经教

学工作指导小组审议通过的课程教学大纲不宜自行更改。

2.评价方式可参考下列方式：

(1)纸笔考试：平时小测、期中纸笔考试、期末纸笔考试

(2)实作评价：课程作业、实作成品、日常表现、表演、观察

(3)档案评价：书面报告、专题档案

(4)口语评价：口头报告、口试
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备注：

1.本课程教学大纲F—J 项同一课程不同授课教师应协同讨论研究达成共同核心内涵。经教

学工作指导小组审议通过的课程教学大纲不宜自行更改。

2.评价方式可参考下列方式：

(1)纸笔考试：平时小测、期中纸笔考试、期末纸笔考试

(2)实作评价：课程作业、实作成品、日常表现、表演、观察

(3)档案评价：书面报告、专题档案

(4)口语评价：口头报告、口试
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备注：

1.本课程教学大纲F—J 项同一课程不同授课教师应协同讨论研究达成共同核心内涵。经教

学工作指导小组审议通过的课程教学大纲不宜自行更改。

2.评价方式可参考下列方式：

(1)纸笔考试：平时小测、期中纸笔考试、期末纸笔考试

(2)实作评价：课程作业、实作成品、日常表现、表演、观察

(3)档案评价：书面报告、专题档案

(4)口语评价：口头报告、口试
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